


II. Phoå quang phaùt quang :

Phaùt hieän nhöõng sai hoûng vaø taïp chaát.

Xaùc ñònh ñöôïc thaønh phaàn caáu taïo cuûa hôïp kim chaát baùn daãn.

Phaùt hieän daáu hieäu cuûa caùc gieáng hoaëc raøo ôû maët phaân caùch

Muc đích

Phaùt hieän daáu hieäu cuûa caùc gieáng hoaëc raøo ôû maët phaân caùch



1. Các vị trí đỉnh phổ PL :

Sai hỏng
và tạp chất Phá vỡ trật tự tuần hoàn của mạng tinh thể

Các mức năng lượng ở vùng cấm (các bẫy).Các mức năng lượng ở vùng cấm (các bẫy).

Mức donor Eđ Mức acceptor Ea



Khi các hạt tải này tái hợp bức xạ

Phân tích ánh sáng phát ra.Năng lượng của mức sai hỏng
hay tạp chất.

Phát ra bức xạ.



Hình 8:

(a-c):Phổ PL của 3 mẫu Si epitaxi
(d) : Phổ PL của chất nền.

Chỉ ra các đường phổ có

liên quan đến tạp chất

Ga, As, Al, P và B.

Chỉ ra các đường phổ có

liên quan đến tạp chất

Ga, As, Al, P và B.



Kỹ thuật khắc ăn mòn :

Là kỹ thuật loại bỏ vật liệu từ chất nền bằng phản ứng hóa

học hay bắn phá ion



- Phương pháp ăn mòn ion phản ứng (RIE ): (Radiation Ion Etching)

Phương pháp mô tả sự kết hợp của công cụ plasma với sử

dụng khí phản ứng.

Khí ion được tăng tốc bởi trường điện từ rồi bắn phá vào
lớp vật liệu cần ăn mòn

Two electrodes (1 and 4)

that create an electric field

(3) meant to accelerate ions

(2) toward the surface of

the samples (5).



- Duøng phoå PL ñeå nghieân cöùu taùc ñoäng cuûa nhöõng plasma khaùc

nhau leân beà maët tinh theå:

Phân tích phổ PL là rất hữu

dụng trong việc xác định và

điều khiển các sai hỏng do RIE

gây ra.

Phân tích phổ PL là rất hữu

dụng trong việc xác định và

điều khiển các sai hỏng do RIE

gây ra.



- Ñoä daøy cuûa maãu :

Gheùp hai maïng khoâng caân xöùng

trong caáu truùc dò theå InGaAs/ GaAs
Đoä daøy cuûa lôùp InGaAs

Traïng thaùi caêng Sự lệch mạng

Mỏng Vượt quá độ dày tới hạn.

Traïng thaùi caêng Sự lệch mạng

Phaùt xạï saâu

Quan saùt PL saâu trong

heä InGaAs/ GaAs

Đo phoå nhö  laø moät haøm cuûa ñoä

daøy lôùp InGaAs⇒ Cöôøng ñoä cuûa phaùt xaï saâu taêng  nhanh khi lôùp ñaït ñoä daøy tôùi haïn



- Duøng PL ñeå nghieân cöùu ñaëc tính cuûa lôùp bao phuû tinh theå

coù kích thöôùc nano :

Sử dụng phổ PL để nghiên cứu đaëc tính cuûa lôùp maï CuSe treân tinh

theå CdSe coù kích thöôùc nano.

Tinh theå CdSe khoâng ñöôïc bao phuû Cho PL roäng vaø

döôùi vuøng caám

Tinh theå CdSe khoâng ñöôïc bao phuû Cho PL roäng vaø

döôùi vuøng caám

Taêng 1 löôïng nhoû CuSe

treân loõi CdSe

PL roäng vaø döôùi vuøng caám

giaûm ñôn ñieäu ñoàng thôøi

taêng ñeàu PL vuøng bieân.



2. Độ rộng và sự tách đường PL :

Sự mở rộng vạch phổ:

Trạng thái gồ ghề ở các mặt phân cách có xu hướng tạo
sự mở rộng và phân tách đường phổ trong hố lượng tử.

Sự mở rộng đường là do những rung động không biết
trước bên trong hố lượng tử.
Sự mở rộng đường là do những rung động không biết
trước bên trong hố lượng tử.

Sự mở rộng vạch phổ

Tính chất bề mặt

Sự mất trật tự



(a) 2 mặt nhám.

(b) 1 mặt nhám, 1 mặt phẳng.

Hình 10: Mô hình của cấu trúc bề mặt có liên
quan với kích thước của hàm sóng  exciton.

(c) 2 mặt phẳng.



- Sự tách phổ :

+ PL ở nhiệt độ thấp

+ Mặt phân cách phẳng .



Hình 12 :

Độ rộng

bán rộng

phổ phụ

thuộc vào

độ rộng hố

lượng tử.

Hình 12 :

Độ rộng

bán rộng

phổ phụ

thuộc vào

độ rộng hố

lượng tử.


